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四元系半導体 Cu2ZnSnS4（以降，CZTS）は構成元素に希少元素および有毒元素を用いないこ

とから，環境調和型の半導体といえる．またバンドギャップエネルギーは約 1.5 eV とされ，太

陽電池光吸収層の最適値に近いことから太陽電池材料として高いポテンシャルを有する．これま

での研究で太陽電池材料として CZTS における最適組成比率が報告されている 1)． 

本研究では PLD (Pulse laser deposition)法により SLG(Soda lime grass)基板上に CZTS 薄膜を成膜

するために使用する CZTS 多結晶ターゲットの組成比率を最適組成比に制御するため，固相反応

法による CZTS多結晶の作製および評価を行った． 

Fig. 1に CZTS多結晶の作製プロセスを示す．CZTS多結晶 Aでは Cu粉末，Zn粉末，Sn粉

末，S粉末を Cu:Zn:Sn:S = 2:1:1:4のモル比率で粉砕混合した粉末試料を加圧成形し，石英管へ

真空封入を行った後，電気炉を用い 900℃で 96時間の焼結を行った．EPMA(Electron probe 

micro analyzer)による組成分析の結果，CZTS多結晶 Aでは Cu/(Zn+Sn)比=1.19，Zn/Sn比

=1.28，S/Metal比=1.00の組成比率を示した．PLD法における薄膜作製の利点として，ターゲ

ット結晶と薄膜の元素組成ずれが少ないことが挙げられる．最適組成比率領域の CZTS薄膜を作

製するため CZTS多結晶ターゲットの組成比率を最適組成比率領域にする必要がある．よって

ZnS粉末および SnS粉末を CZTS多結晶 Aと伴に粉砕混合し Cu/(Zn+Sn)比=0.66，Zn/Sn比

=1.17，S/Metal比=1.00となるよう組成比率（Cu:Zn:Sn:S = 1.6:1.3:1.1:4）を調整し，CZTS多

結晶 Bを作製した．作製した CZTS多結晶 Bでは EPMA による組成分析の結果 Cu/(Zn+Sn)比

=0.85，Zn/Sn比=1.07，S/Metal比=1.04を示し，最適組成比率領域の CZTS多結晶ターゲット

の作製に成功した． 
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Fig. 1 CZTS crystal growth process. 
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